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題

名 
RAM 書き込み/読み出し時の使用上の注意事項 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

V850E2/Dx4シリーズ 

V850E2/Dx4-Hシリーズ 

V850E2/Fx4シリーズ 

V850E2/Fx4-Gシリーズ 

V850E2/Fx4-Hシリーズ 

V850E2/Fx4-Lシリーズ 

V850E2/Mx4シリーズ 

V850E2/Px4シリーズ 

V850E2/Px4-Lシリーズ 

V850E2/Sx4-Hシリーズ 

対象ロット等 

関連資料 製品ユーザーズマニュアル 
全ロット 

 

  上記適用製品の RAM書き込み/読み出し時において、以下の注意事項についてお知らせします。  

上記適用製品のハードウェアマニュアルをご利用の際は、本資料を併せてご利用ください。 

 

【注意事項】 

 

下図に示しますように、上記適用製品では、RAMとCPUの間に高速アクセス用のバッファが存在します。RAMに書き込

みを行った後に、同一アドレスから読み出しを行うと、RAMではなくバッファからデータが読み出される場合があります。

バッファを持った構造は、書き込み/読み出しの動作としては機能的には問題ありませんが、書き込んだデータがRAMから

読み出されることを想定したプログラムにおいては、想定どおりの動作にならない（書き込んだデータがバッファから読

み出されてしまう）ことがありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

確実にRAMからデータを読み出すには、以下のいずれかを実行してください。 

・4バイトを超えるデータをライト後、最初にライトしたデータをリードする。 

・ライト命令と同一アドレスからのリード命令の間に、メモリアクセスを伴わない命令(NOP命令など)を1命令以上実行す

る（但しV850E2/Fx4-Lシリーズ、Fx4-Gシリーズのみが対象です）。 
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【補足事項】 

RAMからでなくバッファから値が読み出される場合であっても、その読み出し値は双方とも同じになりますので、上述

の注意事項にご留意されなくとも、お客様のプログラム挙動が変わる事はございません。しかしながらRAMから値を直接

読み出す事が必要な場合（例：内蔵RAMの自己診断など）には影響する可能性がございますので、その場合にはご注意く

ださい。 

以上 


